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前言

　　本书遵照教育部提出的以就业为导向、高职高专教育从专业本位向职业岗位和就业为本转变的指
导思想，在编写的过程中力求按照由浅入深、由易到难、由简到繁、循序渐进的顺序，在保证必要的
基本理论、基本知识、基本分析方法和技能的基础上，强调知识的深度与广度的结合；注重内容的精
选，突出重点；讲解上尽量减少理论的推导，力求通俗易懂，强调知识的应用；每章开始部分都有本
章的学习目标，结尾有本章小结和思考与练习题，以帮助读者加深对知识的理解与应用，提高分析问
题和解决问题的能力。
　　本书由汪涛、王爽担任主编，汪涛负责全书的规划、组织、统稿和审稿，李德明、奚洋、王博担
任副主编。
湖北成宁职业技术学院副院长张业明副教授、孙官武高级教师担任主审，为本书提出了不少宝贵意见
。
本书在编写过程中得到了以下领导和老师们的大力支持与帮助：成宁职业技术学院副院长吴高岭教授
、方新平副教授、余佑财副教授、吴涛和江喜娥老师；合肥通用职业技术学院吴秣陵副教授、陈栋高
级工程师和吴金权老师。
　　全书具体编写工作分配如下：成宁职业技术学院汪涛编写第1章、第3章、第6章中第3节和第4节，
合肥通用职业技术学院王爽编写第7章、第8章、第6章第1节，湖北长江职业技术学院李德明编写第4章
、第5章，咸宁职业技术学院奚洋编写第2章、第6章第2节，咸宁职业技术学院王博编写第9章。
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内容概要

全书共分9章，第1章为半导体二极管及其基本应用电路分析，第2章为晶体三极管及其基本放大电路，
第3章为场效应管及其基本放大电路，第4章为多级放大电路，第5章为负反馈放大电路，第6章为集成
运算放大器及其应用，第7章为信号发生电路，第8章为低频功率放大电路，第9章为直流稳压电源。
    本书可作为高职高专与成人教育机电类、电子类、电气类、通信类及自动控制类等专业的教材，也
可作为中职、社会培训、考证机构、工程技术人员和相关专业自学考试的教材或参考用书。
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章节摘录

　　自由电子和空穴既产生又复合，最终达到相对的动态平衡。
从宏观上看两种载流子的浓度保持定值并且相等。
但是这个定值与温度有关，当温度发生变化时，即在新的动态平衡状态下，它将保持新的定值。
　　1.1.2 杂质半导体　　在本征半导体中掺入不同的微量元素就会得到导电性质不同的半导体材料。
根据半导体掺杂特性的不同，可制成N型和P型杂质半导体。
　　1.N型半导体　　如果在本征半导体硅或锗的晶体中掺人微量的五价元素（如磷），那么半导体
内部的自由电子数量将增加成千上万倍，导电能力大幅提高，这类杂质半导体称为N型半导体，也称
为电子型半导体。
在N型半导体中，自由电子成为半导体导电的多数载流子（简称多子），空穴成为少数载流子（简称
少子）。
就整块半导体来说，它既没有失去电子也没有得到电子，所以也呈电中性。
　　2.P型半导体　　如果在本征半导体硅或锗的晶体中掺人微量的三价元素（如硼），那么半导体内
部空穴的数量将增加成千上万倍，其导电能力也将大幅提高。
这类杂质半导体称为P型半导体，也称为空穴型半导体。
在P型半导体中，空穴成为半导体导电的多数载流子，自由电子为少数载流子。
就整块半导体来说，它既没有失去电子也没有得到电子，所以呈电中性。
　　由上述分析可知，杂质半导体的导电性能主要由多数载流子浓度决定，而多数载流子主要由掺杂
产生，所以多数载流子浓度取决于掺杂浓度，其值相对较大，它基本上不受温度影响。
而少数载流子由本征激发产生，其数量与温度有关，温度越高，其值就越大，反之就越小。
　　1.1.3 PN结及其特性　　1.PN结的形成　　将N型半导体和P型半导体通过特殊的工艺结合在一起
，则在这两种半导体的交界面形成一个极薄的特殊层，这个薄层就是PN结。
由于P型半导体中空穴浓度高、电子浓度低，而N型半导体中电子浓度高、空穴浓度低，因此在交界面
附近电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。
P区的空穴要扩散到N区，并与N区的电子复合，在P区一侧就留下了不能移动的负离子空间电荷区。
同样，N区的电子要扩散到P区，并与P区的空穴复合，在N区一侧就留下了不能移动的正离子空间电
荷区，如图1-4所示。
这样在两种半导体的交界面就形成了一个不能移动的正负离子空间电荷区。
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